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Ev昌luation system oI deep traps 10 pn and Schottky jundions， and聞OSstructures胃as
developed by using personal compリler.Deep level transient spectroscopy and附 ighted
cap3citaoce traosient spectroscopy measuremenls are made by using this syste皿町 Zerbst and 
Schroder analyses 品realso performed for MOS structures. This si皿ple皿己asurementsyste皿 can 






















本論文では、 2.にDLTS(Deep Le'lel 
Transient Spectroscopy) 2)測定システム、 3.で
は、一定温度DLTSì~tl定システム引、 4. FP 
(Fast Pulse)測定システム叫、 5.MOS
Oletal Oxide Se皿1cundudor)評価のためのパル




D L T Si去は、ショットキー接合、 pn接合、 M
OS構造の接合容量の過渡応答特性から深いエネル
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たものである。測定は、 Td / T w= 5 (rn s) / た。この手聞が省かれる分、コンビュータ導入によ
1 0 (rn s) ， 1 0 (rn s) / 2 0 (11 s) ， 2 0 るメリットは、おおきといえよう。
(rn s) /40 (m s) ， 50 (rn s) /1 00 
(rn s) ， 1 0 0 (m s) / 2 0 0 (m s) ， 
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Tp=100(ns) 
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2niCO 1 ICp ， 
+一一一一一-1-一一 1I (5) 
トJdCpτ 雇 ¥ C I 




















( 1 -t / t 1) 1/2 
ここで、 Ci は時主IJt =0での容量である。
これより、 C-tのグラフから次のような横軸に





t 1 = (7) 
2Ci2ni2Dp 
なお、拡散長Dpは次式によって求められる。
I T ¥-2.2 kT 
Dp=4951-一-1 ・一一 (8) 
¥ 300/ q 
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